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1． まえがき 

我々は次世代のフォトン検出器として超

伝導トンネル接合 (Superconducting Tunnel 

Junction : STJ)に注目し、その研究を行って

いる。STJは優れた特徴を有する反面、フォ

トン入射時のフォノンスペクトルやアレイ

化する際の不感面積率が課題として上げら

れる。 

我々は、これらの問題点を解決する手段

として、3次元実装構造を有するテーパー型

貫通電極(Through Si Via : TSV)を用いた埋

め込み型 STJ検出器を提案している[1]。こ

れは STJ を基板内に埋め込み、テーパー型

TSV を用いて裏面から個別配線を行い、前

述の課題を解決できる。現在までに、TSV の

テーパー形状を滑らかにするため、作製方

法の改善を行い、作製したテーパー型超伝

導 TSV の通電評価を行ったので報告する。 

 

2． テーパー型超伝導 TSV 作製方法の改善 

我々が提案するテーパー型超伝導TSVは、

ボッシュプロセスによるエッチングでテー

パー形状を有する貫通孔を作製し、そこに

超伝導材料を堆積して電極を形成する。し

かし、ボッシュプロセスのみでエッチング

を行った貫通孔には多くのシリコングラス

が確認され(図 1)、シリコングラスの存在は

電極材料の厚膜化に繋がる。そこで、エッチ

ング方法の改善を行うことでシリコングラ

スの除去に成功した(図 2)。 

次に、Si 基板上に改善した作製方法を用

いてトレンチ構造を形成し、超伝導電極

(Nb)を堆積した、導通確認用サンプルを作

製し、液体ヘリウム温度でその通電評価を

行った。その結果、約 40 mA 以上の臨界電

流値が得られた。 

また、提案する作製方法によるテーパー

型超伝導 TSV を用いて、図 3 のような STJ

を作製し、特性の評価を行った。 

詳細については当日報告する。 
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